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_ 0,0 folge»»dim Angaban kind den vem Anmelder 

Dunnfilm-Bauteil W nd Verfahntn zu dessen Herstelltmo 
Ein DOrwfilm-eeuteil wird aue einer ercten und «iner 

S-*^. 1 ?' befa *t'Stwird. Otezwerte BauteTlelnheitwird 

festirt J*? ni™ •'"• r **«««n Bauteil«hfcr.t<40> be- 
SHSi ~2 "warden die erste und die zwefte Baa- 
wiiainheit so miteinander verbunden daas din arm ..~h 

&ata B r^ 8ChiCh ? 

dar a^Iff 3 d Bauteilschlcht bairn Herstellen 

»m IK ht kame Beschrankunfl «ir da* Verfahran 
torTnt.n?In ^-4 * 5er ! chichten - abwelchend von, be- 
tennten fall in dam mohrere Bauteilschiehten durch Auf- 

*' vor 9 e 8 Bb « n ^ Reihenfolge h^ge«elh 



eingerefehton Untorlageti entnomm«n 



2 
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O 
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dadu,ch heq-cs,^ f£s Z? h '£i D " nnn ! m Baute,] wild 

siellprozcss wenfcn *<f^^ geSIa ' X5lt wewteo - Beira Her- 
-■pC^^^SSK? d^b einen £. 
pelt. W«, n e £ Hoch^™?^^ ^mandcg,^. 

Bautciischicht ^SS, ^flf" 2Unl HewnUen Jed* 

DQnnm^-B^b so^^f^n^ 1 *Z?*™^™t! eines 
BauieflzuscbS ^Prcchendes DiJnnfilni- 

•en Anspn*** 28 ** ^ ""k** 



"^ul^^^f^ du "* *%• 4A Ms 4D vcr- 

Kg. 6A and 6B and SchtriuairaJchiw, ,. „_ 
chen tics Sennits, der BuF^M^2 j^J^ m Veran *=ba u K- 
awchnuliS ScSt fo^T **" 5A Ws 5r: v«r- 

rinbei, gexnS SS. ^^ ZW<!itc « B »^l- 

anschauJiciuen Schriti foIgtT ^ " TO Vcr " 

Flff- VA und 9B sind Schniifcmsichicn v*™, ^ 



25 



Bauteilsehicbt J>a die Baui^^^-S"^. der 



3S 



"-s««Dcrnacnensiibsirats gcmSB e 

^ T^erobcrtlachensubstrats gcmSB eincHweT 
ten Modu^ienMgde* « retcn AusfubnwgfS^T 
Sg- 13 ist cine Schnittansicht zwm vlnto^aulfchen ^ 

awung d« «sten Ausfuhiungsbeisptek- 
««. 14 ist ein Flussdiagramm 2um Vfetanscbaulich*™ « 



ner Halbleitetscbicht beaestellL Im f««k.:. „ZT " ocr crsicn Modifizienmg des Verfabrens mm H*r^-iiZ. _i 



beispial; 

17 , A 17B sind Ansichteo zum Veraoschaulichen 
wncs Ycrranrens zum H«steUen dcr R ftM ,^r . nCr ? veUvn Modifizicning des Vferfthrens zuro Hcrslellen 



Vcrfabrens zun, HersleJIcn cintf «,ten B a u.cilei„b«i t 41 



55 



cbgDQnnUm-Bauteils ge.naB den, zweiicc A^ffihniogT 

S^h",^ ^ H J a,b t itC " Ubstrat u «" dasTMgeroberta- 
chensubMrw. w« mdcnFig. 1 8 A und 18B dargeScUt, Obcr- 

.. JpC' . 21D sind Schaittansichtcn zutn Vfewnscbau- 
licheo ernes .Schntb beim Hemtellvcrfahren <fcr ^ 30^ 

« I J^^o"^„^l ,Kl S«*nf«an»icta«, zum ^nschau- 

bb2?DfaJr SchriUgemSBdcnRg.aiA 

lief™ rin« v S .2? ^"h^siehten lU m Vcn.nschau- 
licnen eines Veifthrens zutn Hentellcn eioer ereien Bautail- 



«oooitt <oe .tow/pesAi...* 
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findung; cn AUs ^nn*ngsbcispicJ de r Er- 

Ws 23D folgt; auf *«» ***** gemflB den Kg. 23 A 

be* *™^Z£ j^^™ Z r i,a L BaU " 
film-Bauuals gemSfi don^^l ^L teMcn « ne! »Sunn- 



Ws25EfoIgt;u 0 d ^ ic,mtt den Kg. 25A 

Konflguration DOnrnHm-Bautcil* 

WUdhtrtt 20 m >u ^r Oberfltehe ciner HalMei^- 

B^n^fT^ m J^ ster »«« Isoliercn benachbartcr 
Bautede. Auf «ner FWcbe do- Halbldtoschi^i « 

T^istor 20a und eui n-Kanal-TVansJstor 20b atHgebildcr 



und 2* aus MciaU hetgesieUi. 
' 151 iib. r , ioe nfcht draste^ ^"^n Das n-«ebiet254 

fur*,,*,. ... ic die era* Ba^teilschicht ?J» r^T- Kcnfi - 

..n fransistcc40b ausgebildet 

>*r r K Hnal-Ttansistor 40a verftg, flber 

'm l; . j, «,nd, und rfn Gate 43a das auf rfZT^Sl? 
" f ' : <« ta. D a^ n ^ fi t n ne tSSl n 

l*hK-« *S3 und 455, die auf der Oberfl^eX HalS J" 
«ch,Li,! J.« hetgesteUtsiod, und eia <} a «e SSS^ 
Gch.vKt. ^^454herge^elltbundtEnSn fi dnes 
O a „ v .1, fa™ 42b. Die IhmsiMoren 40u und 40b "ind uri! 

••»«- / •^^scWehi-If»lierschjcht48ausetnwnisoK c . 

Oa:. ,vCc«et 451 ist Uber eine nieht daigestelitc Zwi- 
^hen-Lenertohnschichi 47a (siehe Fig. 7A>intaZ Ob£ 
• J c ,.crt»hi«chieht49a verbtioden. Das n<j*iet4S4 
m . ..„ u nicht dttgestolbe ZwiJcben-LdterbaWhicbt 
49' ^^erfiScben.LeiteA.hn.eb S 

49- . ^.joden. Dasp-(i c biet452 und das n-<Jcbiet453 rind 
..... ..nur /.wschen-Ldterbahnscnicht 47c vertmnden. die 

f» crflaehen-Leiterbannsehicht 49c vmbundVn 
Du. f ^rii^-hen^ieAahnschichten 49a, 49b und 49c rind' 
•-ber /....•....ngsdzahte 97a, 97b bzw. 97c mit cinemsZ 

pungswi-cn ^ungspoiendal, cinem Massepotential bzw ei- 
tii.in Ai.v.mgq)otentiat verbunden 

Di.- en.u- bameikctach, 20 and die zwdte Bauteilschich! 
40 od dun h emen Kleber 49 aui t B. Epoxidbarz nritein- 
ai.rwrbu.Hira. Ed hintetes Trsgersubarat 17 aus B. ei- 
iicn. Ki-nsis ofrBlm ist nat der creten Bauteilscbicfat 20 auf 
.Vri. ., . .. • ..jto verbunden, die vonderderrweitcn BauteH- 
. 1 -.0 'gewandten Seite abgewandt isi (nach unten in 

I «n Vl*k..li! D « 1 ^. 



tSa, die em Ocbiet mil eindimmdiertem B^Frlrtlff f '"r ' .-»<*•' «n Kleber 18 aus 2. B. Epoxidhan: eincebet- 



^0a verf^gt tibcr p-Fremdstoffgebieie (nachfokcnd al^ .. 

ncs p-Remdstoflfe in die n-Wanoe 13a ^STm 1 
und n^den M3ebi et en 251 und 252 isSSSc . 

^n^ nb ^ Cnd '^ ne ^WuHe^Wort-LeltuSS 
ausgebUdet. Der n-Kanal-TVansistar 20b vcrfujjt Qbcr J> 
S^SS^ (n^bfoigend als 
dt ob^i ^ du^ Implantieren eines n-Fremdstoffs in 
die Oberflachc der Halbldterschicht 13 hciEesteUt werrfen 
und auf den »<iebie l en 253 und 254 isi,eSjaS^' 
film 22b einbet^nd, eine (^Kumuliiw^-SSb 

Z^Jh ^^ r' ^" ISOllCrSchicht 26 und *°cr zwci.cn 

SST^?^ ,,f 2weilCn ZwischenschichHsofier- 
sch.cht 28 stnd Oberfiachen-Leiterbahn.chiebten 29a. 29h 



... " — ^ w~ zwciie xsauicu* 

1. I« -..-id ungef^hr 1 pxn dick, und d* s hintcre TrfJger- 
s'o • i . I ungcfihr I mmdick, wa*Beispielsweriesind 
ishi^TrSgersubstml7dasgesaiiiteD^^^ 
.11. ri>-i;;vi» I. In Fig* 2 sind die crstc Bauicilschichc 20 und 
ait. /v . .MuteUschicht 40 dicker ate das hintcre TtiUer- 
suhsiRii 17 il irgcstellL 

r»i c r»K Mi«cb{^Loit<ai>aiinschichte« 29a, 29b und 25Kc 
«*i cr. vn ■* ;uteilsdiichc 20 sind Qber Lotmiaol-ICoDUkl- 

1 ! |V '; a ,9 ^ i r- 1<lc J '? it ^ ObcrflfcheivLciterbahn. 
« hK .iwn 4Sfc.. 49b bzw. *9c verbunden. Die Oberflachett- 
j^i»cr^ijnscl:j<*icn 49a, 49b und 49c der zweiten Eauteil- 
«t Mcl.r iO .i ! abcr Kontaktpfirjpfea 95a, 9Sb brw. 95c, die 
a> v< ; . U.i md, dass *ie die Halbleiterrchichl 33. den 
,:i<)!iv. 4f die crate Zwischeoschtcht-Isolicrechicht 46 
wi.) J w /wr Zwischcnschieht-Isoiicrschicht 4S durch- 
dringen, mil , in Ldtnattel-Kontaktbockem 19a t 19b bzw. 
19c vcrhunik-rj. Irn Ergebnis sind die Oberflachen-Leiter- 
Hfthnsc v. "'*a. 29b und 29c dexersten Bautciljchicht 20 
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verbundenwerden. 1 ** getsubstI * l^tea ist. nuieinandcr 
Ver&hre ° H « teU - *« cman B, uteUeinhail 

3D bis 6A uod 6B ^i^ w^ 3A b» 
HaJbteitwaubwra, „ ^ S***^*"""' «<- winl «f 0 

AnodUien*. i^XfXn ti C J1 fs^^ 1 ' fSl °> 
Ploor^ento^a^T^^!^' dem Strom dureb eioe 

Anodlsieren kaoodurcHL Ao^L^ 6 -Z^r"* 61 



da "crfilgi 

- kn- Darn, wild »^^&^* ««*rfM? 
*r v.*, I0 70°c timer ^SSKJ^r* 1 ^ 

dure). die in Kg. 4A darirat J£h7£? ""fgcwachsen. wo- 
Wide wird (SU). to «"*tate«chi cllt « 

fre^ Ffe. 1) weideTr^^^J^ n f^^ Ddsto « 20, 
w^.fe^wj^^^^-" to pIantiert , und ^ 



3.1 



lierfito, 21 durcb SSsSSSr^S •* der Uo- 

Transistor 30a herzusteUen hP^V * u *f<*' idct . dem der 
dem Oar C i so liertilni22a wirdd^^Jf I.? 3 "^t- Auf 

den zur Source bzw zum n ra ;„ * L „ und2 52 wer- 
23a wild «»„e sSS U T^smJ^J^ ** Gates 

23a erne b.shere RamdsloffcoX^? °^ 
aor 20a bergcstclk. raaer P-Kanal-lVansi- 



»t tfe obep bcjchricb^c UJlsSSSSateJ™ ^ CblUS 

bahnsctachten 27a und 27b d Jn KotSSTn 

G^Si^ ? i£f d ." TransistD « 20a) bzw. den. „- 
Ocbici 254 (Drain des Tnmsisiore 20b) verbunden DieZvri- 
•ehe^-Lriterbahnschicbt 27c wirf daL^Soo^Sr 
in der erslcn Zwfachcnschichl-Isolierechlchl 26 <^«i° C h 
mil sowohl de.n ^Gebict 252 (Drain des T^lovSj 



16% und cincr dISc voT! f,^^ T fc ""^ahr 
3B ^cstemSDanTcrfoCci^^^^^ 5 ^. 
zweitcn Scbritt fur 8 -f J V odls,e ™ n * cincm 

* B. 7 nXS ^ S H«™£^^^ - 
nut einer mittlaren Porositat von X!S l2b 
ng M« von 6.8 ura. wi e i„ ^ * 



60 



63 
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schichten 29a, 29b und 29rh™ . Sf^^^-Leitertahn- 
bundcn ^enfen. So wSEb^^n a '.? ?b ver- 

punk, von unseft^TO^S^^ . Schn^ 
•n Kg. SB dawestoUt i» ^t^D ^ Werde «- *tees 
gezogcn (S16> Zum awTu . "aiWdtcrsubsirai 11 ab- 
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dun* Rei„ igen entf<«nt± i& «enden Klebcn. ,s 
•eileJnhcii 2 of, af to fLTJ^ri ^ w,rd die ««« Ba u - 
*e cr„e B«33Sh?l " m,en: TV *"»*** t 17 

Vcrrab^ Zun> „ eiswlIen ^ ^.^ 
Die Fig. 7A bis 7D unci 8A bis fir ctm v^i.-. 

(Sofaritb-. SI bis S20) ^^^^t 2 

cium durch Anodisieren daeo^^Z^ s * lbnem ^»>- 

Wachstum hergestelli a*,f*L7*? ^ pltakQschcs 

leiterschich. jIS^,^^' ««r Halb- 



der w«ri-U tv* - — , v " arei Verfahren v «r- ~ ^wuui«n OUiaura durch crin.irt«'«.w 

sfs^fflg-fRSiaa^s: »*—--- — 



Chichi I2c ^..ycrfthren wden die 



schicht 2u, d. h. der ScbitasfT^rf / d, ° BautcU - 



ander getrennc. und d« Iri B «^«^ ei6sC i licht ' vonein * 



41 durch ,eiiwe iS c oS^rf^SS^i^ 
Schlcht ft h£L ^JT™ Verf ^^ wcden die Sn^' 5 ^S^^t. Die Gateisoiieifihne 42a und 

ander gctrennt. TKtZ^^* 1 ' VOMin ' ******* 33 S,^* ^ 



und 42b Nv^ ^ J^d^nr^ t*v^° H? men 42a 
stoffs zu bciden Umetseiten den «S«43b to H SS" 



bebandlun^ beTe^^^^^^^ 



„?"^i^ Und dic Z^hcn-LciteAahnsehichten 47a. 47b 

taWpfiopfen «5a, 9Sb und 95c heiscstallt. Genauer gesagt, 
wetden die erste Zwisehensejhtcbt-IsoUersehlcht 46 i» 
zwene Ewlscbeoschteht-Lsolierschiebt 48u^?^ e 
^bkh, 33 dunAdnngende Locncr^. 9^ u ^%fc 

95a 95b und »5c am z. B. tit 



^^.ederarsienBaiateS^SS * ^J****^.. 

«*hefiend v^rd die ges^te BauteikinbdtauTeinV^L" , ■ ^ ' lcrStelJcn der Bauteilscbicht 40 wirt 

ratur von z. B. 90»C erwSrmi. und es ™ ?J f° ^ 78 d ««S««c»t i»t, ein Trage^bc.S^ub-' 

2w, S cben rfexn Tragerobcrflfcbeo,^^ * d *f « aus K unSts tofr an der Oberfla^der^S^u- 

Bauttilsch,cht 20 autgesebmolzen. Die genCTcx^™ ^'^f^ ^ ""^ Verwendung e.„es Kleben, 35 mi "ei^m 

Kn»fi uard auf das Trageroberflachensubf^riT und ^""^ T befesttg. «26) ^ 

bintere Trieenaihsiraf II ;„ q._^ ' una aas NSchstes Wenjcn die zweite Bauieil^htr*. Jn..^ j'^Sr 



KrafT^ Z «flT ' ^ tbV ^ tL Dic ««=nannte cxieme 
aUf das Trageroberflachensubstia. 16 und das 
Wmere Txagemibstrat 17 in derHichiung zum Tlennen d^ 
s^ben ausgeubu und so vriid das IWobe^ach^ute^ 
W von der ersuu, Bau«Hschichl ^gc^^ w" «7 n 
F 6A dargcstcUt isl (S20). S * ^ ,n 

Wie cs in Rg. 6B dargeaelU ist, werdcn die Lomihtel- 
Konukdjocker 19a. 19b und 19c auf den OberfUfcKS- 
terbahnschich^ 29a, 29b bzw. 29c der etsien B«- 



vt« u ^ WI un « eraar 'trx; bcfesttgi (S26) Als 
Njschstes wendoD die zwedtc BauieiUchichi 40 und das W 
Cro ^^? 1S,,bstrat 36 ^ HalWeitoubstrat 31 abgcz |. 
gcfiG>2S>. Zunr Abziehen fcdnncn drra Veifahreii vcrwendct 
we^dcri. Das eiiw bestcht im Ausabeo ciner cxternco Ktajft 
«uf das ™ S crc>bcrflachcnsub5tpat 36 und das Halblciicreub- 
stral 31 in der < lie bckfen voncinandcr trennenden Richlun e 
Das zweite bcsiehi im iJchsv^cben der Ffestigkeii der pot^Zi 
Schichi 32 durch Einmuchet) des HalbleJicr?ub*irats 31 in 
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AusOhen einer JBB5££S 
ci^e^VSfS'lif "* «-* Venv endunfi 

7p datgestein ist. wird der nCrV^T^ te ,n Fi S- 
oberflacfaensubstrai 36 ^ ^„ ^.zwischcn <fcm Trigcr- 
cine TteS/vTt £ ^U^kAfdo 

der Oberflacbe der zweft^ i£„JZ^.*r R 1 st . d « ™ 



DE 100 47 963 Al 



10 



10 



pro**,. & 2f D^niL^^. 1 ^ ci^^knae,,. 
tohoJ oderder^nl!^^r^ ,8 r rtd ^a»yfai- 

tcileinl*it2-l. die dwrtlJf ^ 'f?*' dritten Bau- 

scbichbtiutoir sMe, EtoM„„ f^! 11811 HitDrej- 
drei Sri,ictee„ kWSS PEl ^ BaUtc!l mit «*>■■»« 
b^hnebeoX^llte.^^"' *- 



gesagt, werdeu die Obertfchei^toiX^ **> Oenauer dass das hfntere TVaw^J^Zr i ""^ eenaucrgesagt, 
tungsdrShie 97a, >7b und 97c h^TJ- ^ S0W,e * e ZuIe «- Bauteiie.nhrit ^H.^!S g ^ en ^ ond «weande« 
^hlo S sen.WeTaTn^8%^M B - IndlomfIn > 25 2T ^^^^ *■» umerschiedUeh odJrtfR 

«cben dembimeren TVagfrsubsuafs? u^J^f ^ * "w- » BaDttUei»heit2 U ^die^eirR^? r ?, e ?^ *<• d « erste 



teilschlch. 40 wird aufl B^fr™ . iwet,en Bau ' 
SuBem Kraft «tf das Tra B e^kSli^ 8 ^ ^ C 8 cna "nt« 



a°d^^^^ 2und ^-^Ba u .eiIei I1 hei l 4 ,5 ^'^-SSS^^ 
so nntewander verbunden, dass die er«„ v«a^ u< iong von Maieriaiieo vcrrineert. 



die du^Td^be^^^ Bau *aeinheit 4 

^lachkht 20 und dXX aS3rt^1ilia!" 
gestapeii sind. Das MOnnfi i^p JT,: 11 140 aufelharxter - 



vwn Trigeroberflacbensobstrat 36 ode,™" "rtf!^ 55 da f £ htot«rc TWgenubstrat 17 Oder daalS* Tra«r. 

wW ^< to ^«n*reBau t eilei n h C i l e n verbund^, 



. .»««ua«cnicnien anceldebL 

eme ^udong voo Materiaiieo verringerl. 

Z i„ f * (,m nriieinandcr verbunden wer- 
^iX? 1 " k l a " n «" u Dfnnfilin-Bauteil mit mehr ab mi 



Be,spielep des -TYflgersubstraia' und deT"Verbi^« h wmwngsbcispicls unicr Bebignato^ auf Fig. 11 beschrie- 

tT 5 *» Brfndung. J%n,er cntapccc^, dicS^l"!" 6S fi ^ ^S™'*™ ^^berflachcnsuteiratel^gt 

rilcmh« t 2 ^ 2WciM B.utrilebheh 4 ei^^l^r.r ^ ^"Szti&i. Das •m S cr O bcrflaebe„ s0 b- 

^..^P ,e ' <l» "BaulcUdnhcit- bci der Er£Z%T£t £ ITs ™. * ^^berflach^substrat 16 (siebe 

Halbleacrsubstraie 11 und 31 en«sp reC hen «uicmsp2ii e i^ ^' 5A> Iln S«anUen TVJ-r.r^-^,^ 



Ersie ModiBzierung 

Nun wild eine erste Modifizierung des vorbeceoden Aus- 
afuwngsbcispiels untcr Beb.gnab^ auf Fig.mSrf I 
bro diedie etocs TWgeroberllachcnsubsirate ISA j 



SaT t B V daS ^wberflachensubstrat 16 (, ie be 
Fm. 5A) ersetw. lin gesamlen TWsMobcrtWcbensubstrai 
5,1x1 v '^«- Weber 160 so ausRebildet, dass sie dessee 
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Fig. 1 1) wild dn ffi^^" bstra « ««* (unien i„ 
ISA aufdas Trfecroterf^il T Urwt « ^ Klcber 
5A). 1SCl,Icht 20 ""fgerragen (sfehe Fig. 



12 



f J "iP«gnim e Wsser *ird Bis also fes , , m „ 
**er b a „« das TmgcmberfUuWjbstrat I«C dS T 

Nacli dem \feibinden des Trammhartla-fc-^T W an " 
wendu„g von flOsrf^^cJ? to ff^d!T , i Unter V<Sr ' 
Stigcn des THteeroberfl*^-™.. JET w « ten » Wte~ 



wand, i*. dcr JClcb~ 1>Ah T u . Kkbcrs 1SA 
I«A r.,i. cin C r klSSuSJ? ^«ob^Sch.nsub«r* 

und hciln lrji.dn*ornachensubsirat 36 und beirr, h^",-^ ~~ "^werijacDBostlwtrat 16C our mhtets T R m^„^ 



die Haftung des Hse^Sh^dSf^ 6 ''- 
cbensub*™ 16Cund teS^S^^IfS?^ 

Bauteilsclricbt 20 verbunde^ fa wl^SS 1 
one Abtrmnunif vojii Halbleilencha..-,. ti .... lTT 1 



Zweiie Mbdifiaeiung 



verw«,d« - " cw « >c »fonden' « kaim ein Material 

Vierte Modifizierung 

hfen wild uater Bczugnahme auf die Fig 5A duo «^ 

^Kteber 15 run, Vcrbindeo des TragcrobcSS 
strais 16 our dercrxten Rsnrpi'i^k. ^TcLi- r. ,CT . ^ 



IH..S •mscfi+vrthiciicnsubstrats 1«B derzweiren m^j<s • 

chcnsu^rjrx IMiitJnCciwhefalfclS ^«^, ^ 
«« - H^ltai M U ss,„i„c.| Jffilo^St'iS " 
UkAcrtUlwiiNjhsrji 16U mil dcr OberfachTder 

Itcpchn^ i^nti .|,r Richer ISB schneuluSl, 601111 Abaehen Bauteiisciiicbt 20 vomHalbLiteT 
Mcncn JH itocn K rj f, <i cr erste n Bautcil^ 2o f^ ^ ^ n ™ ^^ercn Kraft auf das TYagcrobcrflachlnsuT 

L Hlllk . , > ,tJ Hi t*i«. XJ, beim vorderen TVtfsersubstrar 

£3S- -™»— FUnfte Modifizienmg 
Driiic Modiflzicmng 

Nun wird unicr Bczugnahme auf Ftg. 13, die die Form ci- 
ne* rragcrobcrnachcnsubsirats IfiCiomau dieJcr Modi fi 

(ffl^SA^Lf 0 - ^ ^^Schensubsirat 16 

rostrrclcm Stahl. In dicscm Fall wlrd das TWgciobcrflSchen 

ft^h ^ f au,L " schic ™ 20 <^h« «fi. 5A) posirionicn 
Danach wud das »cw,,Hc Bautcil auf ainc TompcrMur von 
L - n "WeUta- - 2'C Kckiihh. Das in das Tra SC «^rflSch<«- 
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Modiflrferunf beschrioben. Bei dieser Modiflzteruoo winl 
J h0b " H°ft*=»dgfceit »«i Rawntcm^ratur 
<z - B - 2( ^ C > urKl medeier Haftfesiiglcett bei boher Tcmpera- 
wr ve™.eodct. urn das TViigeroberfticherKubstrat 16 rtuldex 
22™. B a""=«t-chicni202uverbinden .EinBeispielfiireinen 
dertrtigen Kkber isi dcr temperaturempfindliche Klcber In- 
tehmer (Handelsbeseicbnung; Nitta Corporation), der von 
I^Ddcc Corporate in den USA entwickelt wuide. Dieser 
/ „ .^ C1 ? t bci Raumtewpcratur hobos Haftvermogcn 
2* 30 ^'O; jedoch ist das Haftvermdgcn bci oincr 
Temperalur von 50°C odcr mehrauf ein Zehntel oderweni- 
ger vemngen feB. 3g/mm bei ciner Temperatur von 
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Wenn dieser Klcbcr vcrwendei wird, wird das Triiger- 
obcrfiachcnsubstrat 16 bei Raumternpcratur, d. h. dann. 
wenn der Kleber hobe Haftfestigkeh zeigt, mil dcr ersten 
Batiteilschicht 20 vcrhunden, AndererseiLs wird das TYager- 
obcrfiaehensubstrat 16 bci einer Tentperatur von 60°C bei 
dcr die Haftfestigkeil vcrringcrt ist, von der ersten Bauieil- 
scmcht 20 abgezogen. So ist cs einf ach. das TrSgeroberfla- 
chensubstrat xnloels TfetnperaUirsteucmng in wnem relativ 
engen Tfemperauirbereich an die ersie Bautcilschicht anzu- 
klcben und cs vOrt ihr zu trenncn. 

Sechste Modifitierung 

Nun wird die sechste Modifizierung unter Bcrugnahme 
auf Fig. 5A beschriebeo. Bei dieser Modifizierung wird 
Wachs mil ciacm Erweicbungapunkt von z. B. 49°C als Kle- 
ber L5 zum verbinden des Tragerobertlachensubstrais 16 mil 
dcr crstcn Bauicilscbiebt 20 verwendet. Das Wachs wird 
zum Ankle ben irundcsicns auf seinen Brweichungspunkt er- 
warrnt Nach dem Vcitindungsvorgang hirtet das Wachs 
aus, wcon die Temperatiir anf z. B. Raumternpcratur gesenkt 
wird, und daber wild das Trageroberflachensubstrat 16 fest 
mit der ersten BauteiJschicht 20 verb un den. Beim Abziehen 
wird das Wachs ndndestens auf seinen ErweichungspunlcL 
wiedcrcrwurmi, urn sein Haftvcnuogen zu vecringcrn. Dies 
mac hi es einfach, das IVageroberflachcnsubstrai 16 von der 
ersten BauteJlsctricht 20 abzuzieben. 

Als Wachs wird naturlichcs CoLophonium wachs. festes 
Wachs in Form von Kunstharzoder dergleichen verv/endet. 
Wenn der spaier beschncbcoc Prozess des Abziehens des 
TragcrobcrfiScbeosubstrats 16 von der ersten Bautcilschicht 
20 in Betrachr gezogen wird, ist ein wasserlosliches Wachs 
j nil relativ nledr igem Erwcicbungspunkt wflnschenswert, 

Siebte Modifizierung 

Nun wild die aiebte Modifizierung unter Bezugnahrne auf 
Fig. 5 A beschrieben, Bei dieser Modifizierung karai als Klc- 
bcr 15 zum \ferbdnden des IVageroberflachensubstiats 16 
mil dcr ersten BauteUschicht 20 ein Klebeband mit aufgetra- 
genem Klcbcr, dessen Haftvcnoogen durch Uluraviolett- 
strablung geseakl wird, verwendet werdcu. Bedspieie fur 
derartigc Klebebander sind das BG-Scbutzband E-2142 
(Handelsbezekhnung) mil UV-Anshartiing, das TYennband 
D-210 (Handdsbczcichnung) mit UV-Ausharrung, entwik- 
kek von Lintec Corporation usw. Beim Abzieben wild Ul- 
travioletistrahlung auf das Klebeband gestrahli, urn scin 
Kafhrermdgeft zu schwacben. Dies macht cs cinfach, das 
TrSgcrobcrflachensebstrat 16 von der ersten Bautcilschicht 
20 abzuzichen. 

Zweilcs Ausfiihrungsbeispiel 

Um das zweite Ausruhrungsbeispici dcr Erfindung zu be- 
schrciben, wird nun anf die Fig* 14 und 15 A bis I5C Bezug 
gcnonimen. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel wird eine erste 
Bauteileinbeit 2A mil cincr zweiten Bauteileinheit 4 verbun- 
den. Die zweite Bauteileinheit 4 hat dieselbe Kon figuration 
wie beim ersten AuSfuhiUngsbea spieL Andererseits wird die 
ersle Bauteilcinhcit 2A dadureh hergesteUt, dass die erstc 
Bautcikchicht 20 auf dem Halbleilersubstrat 11 miL aodercr 
Struktur als beim ersten Ausfuhrungsbcispiel hergesielh 
wird. Dieselben Komponcntcn wie beim ersten Aosruh- 
rutigsbcispiel weideo nrit denselben Bczugszeichen be- 
□artnt, und die zugchSrigc Bcschxcibung wird wcggclasscn. 

Fig. 14 ist ein Hussdiagramm zum vfcranschauiicben ei- 
ncs Vcrfahjens zum Hcrstcllcn cincr Bautcilschicht gemaS 
cincm zwciten Ausfuhrungsbcispiel. und die Fig. 15A bis 



ISC sind Schnitiansichten zum Veranschaulfchcn jedes 
Schritts «lc$ Herstcllvcrfahrens gcrnaB Fig. 14. Als Erstcs 
wird die erste Bauteileinheit 2A mit Schrittcn S10 bis S16 
wie beim ersten AusfuhmngsbeiKpicI hergestellL Genauer 
5 gesagu ^ird die porosc Schicht 12 auf dcr Oberflacbe des 
Halbleitersubstrats 11 hcrgesteUt (S10), und dann wird dar- 
auf die }faib!ci(erschtcht 13 hcrgesteiU (Sll). Auf dieser 
Halbteitcrschicot 13 wird die erste Bauteakcfaicbt20 herge- 
stclli <S 1 2). Jedoch werden die Schritte S 1 4 bis S21 beim cr- 

10 stcn Aa^filhrungsbcispiel nicht ausgefuhrt, gcmaB denen 
daa T>ageroberflSchensubstrat 16 mit der ersten Bautcil- 
schicht 20 und dergleichen verbunden wird. Viclmehr wird 
auf der Oberflache der ersten Banteilschicht 20 ein Lotmit- 
tel-Kontukihocker hergcstent (S13). So wird die erste Bau- 

15 teileinheil 2A erhalten, bei der das Halbleitersubstrat 11 d^e 
erste Bautcilschicht 20 bcdcckt. 

Ansch lieBend wird die zwcite Bauieileinheit 4 gexn&B den 
Schrittcn S22 bis S38 beim crstcn Ausfu^nmgsbctspioJ hcr- 
geSieUt 

20 Wie es in Fig. 15A dargesteUt ist, werden die ersten Bau- 
tei Leinhci 1 2A und die zweite Bauteileinheit 4 so andnandcr 
befesdgL dass die erste Bautcilschicht 20 und die zweite 
Bautcilsc hicht 40 einander zngewandt sind (S50). Der Kle- 
ber 39 zum Befesdgcn der Bauteileinhcitcn 2A und 4 be- 

25 stehL z. Ii. aus Epoxidharz. So wird eine Struktur erhaiten, 
bei der die Bautetlschkhten 20 und 40 auf das Halbleiter- 
substrat il aufgestapelt sind. 

Wie e«: in Fig. 15B dargesteUt ist. wird die erste Bautcil- 
schicht 20 gemcinsam mit der zwciten Bautcilschicht 40 

30 und dem TrMgcrobertlachensubstrat 36 vom Halbleitersub- 
strat 11 abgezogen (S52). Wie beim ersten Ausfuhrungsbci- 
spiel kotinen zum Abzichen drei Verfahren verwendet wer- 
den. Einvs bestebt im AusOben cincr externen Kraft auf das 
TrSgeroberflachensubstrat 36 und das Halbleitersubstrat 11 

35 in der die beiden trennenden Richtung. Das zweite besteht 
im Schwachen dcr Pestigkeit der porosen Schicht 12 dnrch 
Einiaucben des Halbleitersubstrats 11 in eine Losung- wie 
eine solcne von Wassex und AlkohoU und durch Einstrahlcn 
von UllrstschalL Das ddtte besteht im Schwflchen der Festig- 

40 kclt der porosen Schicht 12 durch AusOben einer Zentriftj- 
galkraft icfdas Halbleitersubstrat 11 . 

Wie es in Fig. 15C dargesteUt ist, wird das hioiere Trager- 
substrat 17 mit einem Klcbcr 18 aus Z. B, Erx>xidharz anf die 
ftUdcseiie der ersten Bautcilschicht 20 geldebu nachdem der 

45 an der Kuckseite der ersten Bautcilschicht 20 anhaftende 
Rest dei porosen Schicht 17 durch Atzen ent&mt wnrde 
(S54). wird ein DOnntllm-Bautejl erhaltcn, bei dem die 
erste Bai itcilschicht 20 und die zweite BauteUschicht 40 auf- 
cinandeigcstapelt sind. 

so Das 1 vageroberflachensubstrai 36 und das Halbieitersub- 
stral 11 rntsprechen einem spezieUen Beispiel des "Tr5ger- 
subs!rals H bei der Erfindung. Die erste Bauteileinheil 2A und 
die zweite BauteQeinhcit 4 entsprechen einem speziellcn 
Beispiel der "Bauteileinheit'* bei der Erfindung, 

S5 Beim oben beschriebenen zwciten Ausfuhnrngsbeispiei 
verfilgt die Bauteileinheit 2A Qbcr die erste Bautcilschicht 
20 und das Halbleilersubstrat 11, wobei <fdc Sctricht vom 
Halbleitursubsirat 11 abgezogen wim\ nachdem die erstc 
Bauteileinheit 2A mit der zweiten Bauteiieinheit 4 verbun- 

60 den wurde. Im Brgebnis ist es nicht ertordcrikh, das TCiger- 
obeTflachensubstrat an die erste Bautcilschicht 20 anzuklc- 
bcn. Im Vergleich mit dem ereten AufifDhrungsbeispiel wer- 
den itn 1 ierstellprcaess wenigcr Maierialicn verwendet. 

65 Erstc Modifizierung 

Nun wird eine etste Modifizierung des zweiten Austuh- 
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf Fifi. 16 crliiutcru die 
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eia Flussdiagramm zum VcranschauKchcn einer Modifizic- 
rung cincs Vcrfahrcns ium Hcrstcllcn cincr Bauieilsehicht 
gemaP dem zweitcn Ausfiihrungsbcispicl isL Bel der Modi- 
fizierung wird die erste Bauteilschichi 20 auf der Oberflache 
des Halbletiersubstrats 11 ohne eingefugtc porose Schichl 5 
12 hcrgestellt (S 1 2), wenn die erste Bauteilcinheit 2A hergc- 
slclit wicd. Auf dcr Oberflache dererslen Bauteilschicht 20 
wird wie beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Lotroiticl- 
Kontakthocker hergestellt (SI 3), wodurch die erste Bauieil- 
einheit 2A erhalten wild. Die zweite Bauteilcinbcit 4 wird 10 
gemSB den Schrittcn S22 bis S38 beim zweiteo Ausfuh- 
rungsbeUpjel hergestellt. 

Ahnlich wie beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel werden 
die erste Bauleileinhcit 2A und die zweite Bauteileinheit 4 
so miteinander verbunden, dass die ersie Bauleilschichi 20 is 
und die zwcite Bautedlschicbt 40 miteinander verbunden 
sind (S50). Die erste Bauteileinheit ZA und die zwcdie Bau- 
leileinhcit 4 werden vom Halblatcrsubsirat II abgczogen, 
was unterschiccUtcb vom zweitcn Aiisfu\hrungsbcispjeX isL 
So wird ein DunnfilnvBauteil mit einer Struktur erhalien. 
bci der die Bauteibcnichten 2D und 40 auf das Halbleiicr- 
substrat 11 aufgesiapeli sind. 

GcniaB dieser Mcxfihzierung ist es einfacher, das Bautcil 
hcizustellen, da die erste Bauteilschichi 20 wie bei cincm 
ObHchen Nferfuhren auf dcr HalbteiterscmcbL 11 Hergestellt 2* 
wird. 

Zwcite Modifizierung 

Nun wird untcr Bezugnahme auf die Fig- 17A und 17B 30 
cine zweite Modinzicrung des zwciien Ausfuhrungsbei- 
spicis beschrieben. Diese Figuren zeigen ein Halblciiersub- 
slrat 11A bzw. ein Tra^eroberflachcnsubstrat 3HA gcni£B 
dcr zweitcn Modifiziwung. Wie es in Fig. 17A dargcstelli 
isk wird das Halbleitersubstrai 11A relativ groS hergesteUt, K 
so dass auf ihm raehicte erste BauteOschichten 20 (z. B. 90 
Schichten) hecgestelU werden kronen. Wie cs in Fig. 17B 
dargestellt ist, verftigt das Trageroberftachensubstrai 36A 
uber bcinahe dieselbe GrcVBe wie das Halbleitersubstrai HA, 
und mil seiner Ruckseiie konnen mehrere zweite Bauieil- 40 
schichten 40 (Z. B. 90 Sehichtcn) verbunden werden. Die er- 
ste Bauteilschicht 20 und die zwehe Bautcilschicht 40 wei- 
sen dieselbe Elache auf. Jede Position der ersten Bauteil- 
schichi 20 auf dem Halblciiersubstrai 11A stimmi mit einer 
jeweiligen Position der zweitcn Bauteilschicht 40 uberein* 45 
die mit dem Ir^geroberflachensnbsirat 36A verbunden ist 

GemSB ctieser Modifisierung werden mehrere Stapel aus 
ersten Bauteilschichien 20 and zweitcn BauteilscMchten 40 
(z. B. 90 Stapel) hergestcEu wenn das Halbteilcrsubstrat 
11A so mil dem Trageroberflachensubstral 36A verbunden SO 
wird, dass rie emander flberlappcu. Die ersle Bauteilschichi 
20 uod die zwcile Bauteilschicht 40 werden miUels des nichl 
dargesteilien Lbunittel-KoniakOiockers elekuisch miteinan- 
der verbunden. Wenn das Halbledtersubstrat 11 A und das 
TragcrobcrnJicnensubsLrai 36A znm Trcnnen benachbarter 55 
^ lapel durchgescnniticn werden, werden dadurch mehrere 
Dunnfilmbauieile 1 (z. B, 90 Bautcilc) mit jewciis einer er- 
sten Bauteilschichi 20 und einer zweitcn Bauteilschichi 40 
hergestellL Anders gesagu werden gemaB dieser Modifizie- 
rung durch ein cinfaches Verfahren vieie Dimnaini-Bauteilc 60 
1 hergestellL 



Dritle Modifizicrung 

Unicr Bezugnahme auf die Fig- 18A und 18B wird nun « 
cine driuc Modifizierung des zweilcn Ausftthrungsbeisptels 
beschrieben. Die Fig- 18A und 18B zeigen ein Halbleiter- 
subsirat 11B bzw. cin Tr^gerobcrrtachensubsuai 3tfB. Ahn- 



Bch wic be « der zweiten ModiAzicrung sind auf dem Halb- 
leitersubsu^t 11B mehrere erste Bauteilschichien 20 ausgc- 
bildet (siefaa Fig. 1 8A), und mil dem Trageroberflachensub- 
strat 3<iB si id mehrere zweite Bautdfschichien 40A verbun- 
den (siche Fig. 18B). WShrend bei der oben genannteo 
zwciicn M^xlifizierung die erste Bauteilschicht 20 und die 
zweite Bauteilschicht 40 jc Weils dJeselbc Flache aufweisen, 
ist bci dieser Modinzterung die zweite Bauteilschichi 40A 
gro$er ais die erste Bauteilschichi 20. Wenn in diesem Fall 
die erste Bauieilschtcht 20 nut der zweitcn Bauteilschichi 
40A verbunden ist, erstreckt sich der Rand der zweiten Bau- 
teilschicht 40A Uber den dcr ersten Bauteilschicht 20 hiuaus. 
wie es in Fig- 19 dargestellt iSL Im Ergebnis ist am Rand dcr 
ersicn Bautrilscnicbt 20 und am erweilcrten Rand dcr zwei- 
ten Bauteilschichi 40A ein DrahtbondeD m6ghch, wie durch 
W in Fig- 1 9 gekennzeichnet. 

GemaB «£eser Modihzierung ist cs nichl erforderlich. 
beam Vcxbi aden dcr ersten Bauteilschicht 20 mit dcr zwciicn 
Bauteilschicht 40A den Lourottel-KOTU&tbccker zu ver- 
wenden. Dadurch ist ein einfacher Vcrbindungsvorgang 
moglich. Die erste Bauteilschicht 20 kann, umgckchrt ZUr 
DarsicUunu gemSfi den Fig, 18A und 18B, groBer als die 
zweite Bauteilschicht 40A hcrgestellt werden. 

[Driues Auslubrungsbeispicll 

Untex Bezugnahme auf die Fig- 20 sowie 22A und 22B 
wird nun t in drittes Ausfuhrungsbeispiel derErfindung be- 
schrieben. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel werden die Bau- 
irilschichu*) auf der Vorder- and der Ruekscitc einer Halb- 
Iciierschictii hergesicllt. Fig. 20 ist ein Flussdiagrartun zum 
Veranschaulichen dieses Vcrfahrcns zum HcrsieUen einer 
Bauteilschicht gem aB dem dritten Ausmnrungsbeis^el, und 
die Fig. 71 A bis 21D sind Schnittansichten zum Veran- 
schaulichro jedes Scbritts des Herstellverfahrens gemaS 
Ffe. 20. Es erfolgt nur eine Beschrejbung zu Punkten. die 
von solchcn des ersten und zweitcn Ausfiihrungsbeispiels 
\«erschicdt nsind, so dass bctrefifend die Ubereinstdmmenden 
Punkte auf die vorige Besctoeibung Bezug zu nehmcn ist. 

Wie es in Fig- 21 A dargestellt ist, wird die porose Schicht 
12 auf dei Oberflache des Hamldtersubstrals 11 hergesicllt, 
die wie beim ersten Ausfiilirungsbcitpiel durch Anodisieren 
ausgebildi.it werde (S70). Auf der porosen Schicht 12 wird 
die Halblcitersehicbt 13 durch epiiakuschcs Wachsturn her- 
gesicllt (S 72). Wie es in Fig. 21B dargestellt ist, wird id der 
Halblekerschicht 13 durch Ionenimplanlation durch das- 
selbe Verfahren wie z. B. beim Hcrstellen eines SlMOX(Sc- 
paraiion » >y Implanted Oxygen>-Wafers cine Isolicrschicht 
130 aus Lsoliercudcm Maicrial ausgcbildet (S74). Wicesin 
Fig. 2 1C rlargestellt ist* wird auf der Halbleilerschicht 13 die 
erste Bauieilschicht 20 mit dersclben Slrukiur wic beim er- 
sten Ausiuhruogsbcispiel hergCSlclU (S76). Die Beschrci- 
bung der Konfiguradon der ersicn Bauteilschicht 20 wird 
weggelas sen. 

Wie cs in Fig. 21D dargestellt ist* wird das Tr&gerobcrttt- 
chensubsirat aus z. B. elnem warmebesiandigcn Kunstsioff 
Oder GUm mit dem Kleber 15 aus z. B. Epoxidharz, odcr 
durch Au&chraelzcn von Glas, mil der Oberflache der ersten 
Bauteilschicht 20 verbunden (S7R). Als Nachstes wird das 
Traaexobcrflachensubsirat 16 gemeinsam mil der ersten 
Bauteilschicht 20 vom Halbleitfiisubstrat U abgezogen 
(S80) Zum Abziehen konnen drei Verfahren verwendet 
werden. Ernes bestehl im Ausflben einer cxternen Kraft auf 
das TV^rrc^berflactensubstrai X* und das Haibleitersubstrat 
U in der die beiden trennenden Richtung. Das zweite bc- 
stebl xm Schwachen dcr Fesdgkeil der porosen Schicht 12 
durch Eimauchen des Halbleiiersubsirais 11 in einc Losung. 
wie cine solchc von Wasser und ElhanoU und Einstrahlen 
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von UUraschaJL DasdriucbestehtimSchwlchendcr Fcstig- ber ist ilcr temperature mpfindlichc, von Landec Corpora- 

kcii dcr porosen Schicht 12 durch Ausubcn cincr Zentrifu- lion, U$A entwickelic Kleber Intelimer (Handelsbe?cich- 

galkraft auf das Haibieitersubstrar 11. nung Natca Corporation) vom AbkUhltyp. 

Wte c* in Fig. 22A dargesteJU i$t> wird der Rest dcr an dcr Wic e* in Fig. 230 dargesrellt itt. werden das TVagerober- 
Ruckseiie dcr HaJblciicrechicht 13 anhaltcndcn porosen s flachensnbsirat 57 und das Halbieitersubstrai 53 vom Halb- 
Schicht 12 durch Atzcn oder derglejchen enLfcmL Wie es in leitersubstrat 51 abgezogen. Zum Abziehen werden z. B. 
Kjg, 22B dargcstcllt ist. wild auf der Riickseite der HaJblei- drei Vei cahren, ahmich wie beim crsten Ausflihrungsbei- 
tccschichl 13 cine zweite Bauieiischicht 40 mit derselben spiel, verwendeL Eines besleht im AusQben einer Zugspan- 
Struklur wic bcim crsten Ausfuhrungsbeispitl heigesieili nung zwtschendem TJragensberfia^ensubstrat 57 unddem 
(S82). So wird cin DQnnfilm-Bautcil 1 hcrgestfelit, bei dem »o Halbieitersubstrai 51. Das zwette besichi in cincm Schwa- 
dic crste BautcJlschicht 20 and die zweite Bauieiischicht 40 chco der Festigkeit der porosen Schicht 52 durch Enuu- 
an dcr Ruckscile des HalMcitcrsubstrars 11 ausgebildet sind. chen des Halblehersubstrats 51 Id eine Losung, wie eine sol- 
Die Ilaiblcitcrschicht 13 entsprichc eincrn speziellen Bei- che mil Wasser, und Binstrahlcn von UltraschaU, Das dritte 
spiel dcr "Tfalbleiterschichr bei dcr Erfindung, und die in- besteht im Schwachen der Fcstigkeit der porosen Schichi 52 
ncrc f solicrschichi 130 entspricht einem speziellen Beispiel 15 durch A* tsuben cincr Zenuifugalkraft auf das H alb 1 titers ub- 
dCT "inncrcn Isohcrschicht** bei der firfindung. AuBerdero stral 51. Dcr an dcr Rttckseite der Halblcitcrschichi 53 an- 
cntsprcchcn die crsic Bauieiischicht 20 und die zweite &au~ haftende Rest der porosen Schichi 52 wird durch Atzcn mi t 
ici I schicht 40 speziellen Bcispiclcn dcr "crstcn Bautcil- cincm wassrigco Lbsungsgcmisch von FlnorwasMsrstoff- 
Rchichr b/vr. dcr "zweicen Bauieiischicht" bei der Erfin- satire, Sjilpetersaure und Essigsaure enifemi. 
dung. 20 Wie es in Fig. 24A dargcsteLU ist. wird auf der gesatnten 
OiniiK iHcxctn Ausfuhrungsbcispicl verfiigt die HalbJci- Riicksei i e der Halbleiierschichl 53 eine RuckseitcncLckitodc 
lersehkht 13 ubcr die Bauteiischicht 20 an ihrer \brdersette 58. die al s Wanneabstrahlungsplatte aus Metall dient, dutch 
und die liuuteiischtcht 40 an ihrer ROckseitc. Im Ergcbnis ist 2. B. AbNcheaden hergestellt. Am Ttageroberfiachensubstrat 
cs einlach. cm Dunnfilm-Bauteil mit Mehrschichtstruktur 57 wird durch einen Kleber 60 iniLHaftvcrmogen bei Raum- 
ItcMihictk-n. Ok- Nuutcilschkhtcu 20 und 40 sind durch die 25 icmpcra! ur, a. B. Epoxidhauz, ein hinicres Tragcrsubstrat 59 
innerhuth »kr Tlutblcitcrschicht 13 vorhaodenc interne Iso- in Form cfnes Ku nsts Loflffilms befestigi. Das Tnigeroberfla- 
Her schichi 1 AO ckki risen gegeneinandcr isolicrt. chensubMrai 57 wird auf eine Tempcralur von z. B. 5°C ab- 

gekQhlL urn das Haftvermogen des Klebcrs 60 zu senken, 

| Vicncs AusfChrungsbeispicl] und es wird von der Halbleiierschichl 53 abgezogen. Auf 

30 der Obex rtache der Elektrodenschicht 55 u-ird ein LountttcJ- 

Nun u ird unicr He/.ugnahme auf die Fifi. 23 A bis 23D bis Xbniaktitocker 61 hergesteUL So wird eine erste Baureiicin- 

27A und 27b cm vicrics Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung heal 5 hecsestellt, bei der das hintere Tragersubstrat 59 die 

buskdif ieK'i'- I Wim Duiiufilni-BautcUgciukS dieseni vierten Fbtodiodc 50 tragL 

Ausliihrunf %K-i spiel sind cine Fbtodiode und eine Laser- Die Fig. 25 A bis 25E so wie 26A bis 26E sind Schnittan- 

<fi^y1c in:ci:riert 35 sichten yuro Beschreiben Jedes Schritts eines Verfahrens 

Die Vkd, 2,v\ his 23D sind Schnittansichten zum Veran- zum Hcrstellcn cincr Laserdiode 80, Es wird ein Halbleher- 

schjulictK*n K**k-s Sehriits eines HersteUverfahrens fUr eine substrat 71 aus n-Indiumpnosphid (InP) mil implantiertem 

I^okxIhxIc 50 Wic cs in Hg* 23A dargestelli ist, wird aU Schwefd (S>odcr Zinn (So) verwendeu Auf der Oberflache 

lIy|bkni*f>uKMr^t 51 ft. cin einkristaliines p+-SiHcium- des Halblcitcrsubstrats 71 wird eine poafise Schicht 72 durch 

suhsirui inn cirtctn spc/ifischen Wdcrstand von ungefahr 40 Anodisieren, wie beim ersten AnsfuhrungsbcispieU herge- 

<W)I U • en *o MCtnk-t! Auf dcr Vordcrscite des Halbleiier- stcliL Wic cs in Fifr 25A dargcsteLU 1st, wird auf die porSsc 

suhMrats 51 Hird tUirch Anodisieren wie beim ersten Aus- Schicht 72 cine Halbleiterschicht 73 aus n-InP epilaknsch 

tuhrunp %K-:%|%u-l cine porose Schicht 52 hergestclU. An- aufgewa* hsen. Wie cs in Fig, 25B daigesiellt ist, wird auf 

schlicEk-nd jotx^i Icmrtcro in Wasscrstoff flir z. B. 30 Mi- die Halbleiierschicht 73 cine aktive Schichi 71 aus p-In- 

rmtcnhci cincr Teiii(vrjiur von 1100X, umdadurchLocher 45 CJaAsP cpitaklisch aufgewachsen. Auf cincm voibcstimnv 

in dcr C >r»crtlaciic »kr fKiK^scn Schicht 52 auszufuUen. Dann ten Tcil <ier akliven Schicht SI wird cine Maske «2 aus S1O2 

win.1 K-i cincr Tciiincralur von 1<WC unter Verwendung bergeste) u. Wic cs in Fig, 25C dargesteLh isL werden die ak- 

cincs t'.uscs « k- Sil L, 1 -Si Ian) einkristaliines SiUzium epitak- live Schicht 81 und die Halbleitcrschichi 73 unter Vcrwcn- 

tisch uul ilk Schkht 52 aurgewachsen, wodurcheine dung dcr Maske 52 durch RIE (xeakdves Ioneuatzcn) gcSut. 

TTulhtciicrKclnchi S3 mil eincrDickc von z. B. 10 pin ausge- so Nach «lern Entfernen der Maske 82 werden. wic es in Fig. 

NMci wird. Wie es in Kig- 23B dargestellt ist, wird durch 25Ddari'C^Uti$t,emeeinenr>Fremdstoffcntha 

Implant iercn eines n-I'Veiudsioffs wic Phosphor (P> in die Schicht t nachfolgend als p-Schichl bczcichnet) *6 und ejne 

llalhkitcrschichl 53 cin n-Ocbiel 53a ausgebildet Bn p- einen n-Pretndstoff eothaltende InP-Schicht (nachfolgend 

Gchici 53b winJ durch liiiplanticrcn eines p-RemdstofTs als n-Sc)iicht bezejehnet) 87 epilaklisch in dicscr Rejhen- 

wic!k>r(B3indicOrK.TliachcQVarHalb!dter5chic^ 55 fblgc auJ das Halblehersubsirai 73 aufgewachsen. Auf <; - 

cin vorbcsliiiiimcs Muster hindurch (nicht dajgesteill) aus- n-Schicbt 87 wird eine einen p-FiemdsLoflf cnlhaltcndc j- 

gcbildci. Schichi S3 aus InP bergesteUL Auf dcr p-Schicht 83 wird 

Auf deni p-Ocbiol 53b wird eine Schutzserucht $4 au$ eine Dec kschicht 84 aus einen p-Fremdsioff cnthaltendem 

iransparentcm Epoxidharz hergestellt, und darauf wird eine InGaAsF angeordnet, woranf eine Elektrodenschicht 85 aus 

lSkktrodcnychkht 55 aus Metall mil vorbestimmtem Muster 60 Metall hiMgestellt wird. 

hergestellt. Die Elckuxxtenschicht S5 steht durch ein Kon- Wie es in Fig. 25E dargestellt ist, wird auf dcr p-Schichi 

taki loch in der Sehtuzschieht 54 in Konta^t mit der Oberfla- 83 ein e '-ster Rcfldctox 88 hergestellt. Dicscr Rcflektor ^ 

chc des p-<kbicls 53b. Wic cs in Fig. 23C dargesLeQt isl» wird dadurch ausgebildet, dass sechs bis zehn Schichten ei- 

wird aut* dcr Schuizschicht 54c ein IMgeroberflacnensub- ncs dielekuischen Dunnaims, z, B. aus amorphem Silicium. 

slral 57 auscineni Kunsisioffttlm durch einen KlcbcrS6 be- €5 S1N4 und MgO (Magncsiumoxid), aufgestapclt werden. 

fcsligt, dessen Haftvcmiogen durch Abkiihlen auf eine nied- Diesc diclelctrischen Filme werden durch Abscheidung her- 

rice Tempcralur. z. B. bis unter die Raumtemperatur. gc- gcstcllt. Vv'ie es in Fig. 26A dargestelli ist, wird ein TrSger- 

scnki wird. Iiin spcziellcs Beispiel Tur einen derartigen Kle- obcrftaelien substrat 76 In Form eines Kunststofffilms nnt ei- 
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ncm Kleber 75, lessen HafWcrmOgen durch Abkuhlen auf 
die Raumternpcratur und diesegesenkt wind, cm dieOberflii- 
chen des ersten Rcflcktor* 88 und der Elektrodcnschiebr 85 
geklebl. 

We es in Fig. 26B dargcstell l ist, werden das Tragcrober- > 
ftUcbensubsirat 76 und das Halbleitersubstral 73 vom Halb- 
leitersubstral 71 abgezogcn. Das Verfahren zum Abwchcn 
ist dassdbe wie das fur die Foiodiodc SO in Fig. 23D. Nach 
dem Abzieheo wird der an der Riickseitc der Halbleiter- 
schicht 73 anhaftende Rest der port>sen Schicht 72 durch At- io 
zen rait einem wassrigen Losungsgeirrisch aus Fluorwasser- 
stoffsaure, Satpetersanre und Essigsaure cntfcmL We es in 
Fig. 28C dargestellt ist, wird auf der RuckseUe des Halblei- 
tersubstrats 73 cine Elcktrodcnschicht 89 aus Mctall mh 
vorbcsiimmtem Muster hergcsiellt. Wie es in Fig. 26D dar- IS 
gesidlt ist, wird das Halbleitersubstrat 73 unter \fcrwendung 
der Elcktrodenschicbt 89 als Maske von seiner Rucksciie 
her gcatzt, und in einem durch den AtZprozcss ausgcbildctcn 
Loch 73a wird ein zweiicr Reflektor 90 hergcstcltt. 

Diescr zweite Reflektor 90 wird dadurch hergcstellu dass 20 
z. B. sechs bis zehn Schichten dietekiriscber Dunnfi brie, wie 
aus atnorphem Silicium SiO oder MgO, aufgestapelt wer- 
den. Jeder dielektrische Dflnnfilm wird durch Abscheiden 
hcrgesiellL Der zweite Reft cktor 90 ist ein licht cnuUieren- 
dcr Spiegel, wic spuler besehrieben, und sein Reflexions vcr- 25 
mogen ist kleincr els das des ersten Rcflektors 88. 

Wie es in Fig. 26E dargestellt ist, wird an der Riickseiic 
der Halbleiterschichl 73 ein hintercs TriifiCrsubstrat 77 in 
R>rm cines KunsistofffilrnS so befestigt, dass es den zweiten 
Reflektor 90 und die Elckirodenschicht 89 bedecku Das 30 
Haflvermbgen eincs Klebers 78 zum Befestigen der Halblci- 
terschicht 73 am hinieren Tragersubstrar 77 wird beira Ab- 
kuhlen desselbeti auf die Raurotemperatur und damnter ge- 
senkt. Das Trageroberflaehensubstrat 76 wird dann durch 
Abkuhlen dcsselben auf eine Tempera*"* von z. B. 5°C\ wo a> 
bei das Haflverrnogen des Klebers 75 verringert ist. von der 
Halbleiterschichl 73 getrennL So wird die Lascrdiode SO 
ausgcbildcL und es wird die zweite Bauteileinhcil 8 ausge- 
bildet, bei der das hintere Tragcrsubstral 77 die Lascrdiode 
$0 tragi. Die Lascrdiode 80 mil diescr Struktur wird a Is ^ 
Obcrflachen emituerenflc Laserdiode bezcichnet, die Licht 
rechtwinktig zuxn Reflektor emittierL 

Die Fotodiode 50 und die Lascrdiode 80 entsprechen ei- 
nem spezdeUen Beispiel der ^Bauicilscbicht 4 * bei der Erfin- 
dung, und die hiutcren Tragersubstraie 59 und 77 entspre- 4> 
chen einem spezicUcn Beispiel des nwgersubstrats" bei der 
Erfmdung. Femer entspricht die Lascrdiode 80 einem spe- 
ziellen Beispiel der "Lichi ermtiierciioen Bauteilschicht" bei 
der Erfmdung und die Fotodiode 50 entspricht einem spo- 
ziellen Beispiel der "Fotodetekto^-Bau^ei^schicht ,, bei der so 
ErfinduDg. 

Die Fig. 27 A und 27B sind Schnittansichicn zum Be- 
schreiben cines Schrius zum Verbindcn der ersten Bauteil- 
einheit S und der zwciien BauteUeinheit 8, die auf die oben 
beschriebene Wcise hergeslclil wurdcn. We es in Fig. 27 A ss 
dargestellt Isu wcrden die erstc Bauteileinheit 5 und die 
zweite Bauteileinheit 8 so aneinander bcrcstigt, dass die 
Fotodiode 50 und die Laserdiode 80 einander ^ugewandi 
sind. Dabci isi auch der Lamiliel-Kontadcihbcker 61 auf der 
Elektrodenschicht 55 der Fotodiode 50 der Eletciroden^ ^> 
scbicht 85 der Laserdiodc 80 zugewandL Ein Kleber 79 
(Siehe Fig- 27B) zum Befestigen der ersten Bautcilcinbeii 5 
an der zwciien Bauteileinheit 8 besteht z. B. aus Epoxid- 
harz. 

Das Tragorobcrflachensubstrat 78 wird untcr Vbrringc- 6> 
rung des Haftvermogens 77 zwischen ihm und der Laser- 
diodc durch Abkuhlen unter die Raumtemperatur von der 
Lascrdiode 80 abgczogen. Durch dicscn Sehriti wcrden die 



Laserdiock* 80 und die Fotodiode 50 aurcinandcrgcstapelu 
und es wird ein Dunnfilni-Bauicil 9 erhalten, das vom hinte- 
ren Tragei«substrat 59 getragen wird. Die Flache der Laser- 
diode 80 ist klciner als diejenige der Fotodiode 50, urn zu 
vermciden, dass die Laserdiode alles auf die Fotodiode SO 
fallcnde licht ausblendet, und sic ist zu einer Seite der 
Oberflachi* der Fotodiode SO hin positionieru 

Unlet Bezugnahme auf 27B wird nun die Wrfcung 
des auf die oben beschriebene Wrisc hergestellten Dflnn- 
film-Bauteils 9 beschricben. Wenn mitieli der Elcktrodcn- 
schichtsn «9 und 85 ein Strom durch die Laserdiode 80 gc- 
schiefct wird, wind das in der akriven Schicht 81 crzeugie 
Licht durch den ersten Reflektor 88 und den zweiten Reflek- 
tor 90 wiederholt reflektiert, und es wird als Laserschwin- 
gung bezeicfanetc Iichtresonanz erzeugt. Das durch Laser* 
schwlnguug vcrstttrkte Licht wird durch den zweiten Reflek- 
tor 90 emudert, wie es durch das Bezugszeichen LI in Fig. 
27B gckcKinzdchncl ist 

Innerhalb der Fotodiode 50 wird Uber die Elektrodcn- 
schicht 55 der negadven Elektrode und cfie positive Elek- 
trode 58 eine Sperrspannung an die p-Schicht 53b und die n- 
Schicht 53a aogelegt. Wenn durch die transparenie Schutz- 
schkht 54 Licht einfal It, wie durch das Bezugszeichen L2 in 
Fig* 27B gckennzeichnct, flieBt wegen des fotovoliaischen 
Effekis in der ^tlborgangsfliiche zwischen der p-Schichi 53b 
und der n Schicht 53a ein Strom, der das Ausgangssignal 
bildet. 

Beim Dunnfilm-Bauteil dieses Ausfuhrungsbeispicls Sind 
die Laserdiode 80 und die Fotodiode 50 integral ausgebildeu 
lm Ergebnis kann die Fotodiode 50 von der Laserdiodc 80 
emitiierteN Licht, das durch ein Objekt reflektiert und zu- 
nickgclielert wurde, erfassen. DerogemaB kann das DUrra- 
fiD>-Baub il als Sensor z. B- zum Erfassen des Vbrhandcn- 
seins oder Fehlens eines Objekts verwendet warden, 

Die Foiodiode50 und die Laserdiode 80 sind elektrisch in 
Reibe geschahe% wobei der Lbtimuel-Kontakthocker 61 
cragebettt t ist. Im Ergebnis kann Energie, wie sie sowobl 
fur die Foiodiodc 50 als auch die Laserdiode 80 crfordexiich 
ist. zugef ilhrt werden, wenn die Hetorodenschkht 58 der 
Fotod&odr 50 und die Elcktrodenschicht 89 der Laserdiode 
80 mil dem Potential einer cxternen Spannungsversorgung 
bzw. Mas:*potential verbunden sind 

Obwobl die Erfmdung durch verschiedene Ausfiihnmgs- 
beispiele und Modifizierungen derselben beschrieben 
wurde. 1st sic nicbt hicrauf beschrankt, sondero kann noch 
anders realisiert und rnodifiziert werden. Z. B, kitanen das 
vordere und hintere IrSgersubstrai bei den oben beschriebe- 
R en Atisluhiungsbdspielen aus EVA (Ethylenvinylacetat) 
bestchen, das bei boher Tempcratur Haftvcrm5gen zeigt. In 
diesem FaU ist fur den Verbindungsvorgang durch das vor- 
dere und hintere TrHgersubsCrai kein Kleber erfbrderlich. 

Beim ersten bis dritten Ausfdhrungsbeispiel crfolgte cine 
Beschreibunfi dahingehend, dass die Bauteiiscrnchten 20 
und 40 einen CMOS-Transistor bilden. Jedoch koonen die 
Bauteilschichten 20 und 40 aklive Bauteile wic Transisto- 
ren T auB<rr CMOS- und Diodenbaui«leru passive Bauteile 
wie Wdcxsiande und Kondensaioren sowie fotoelektrisehe 
Wandlcnrlementc wie Fotodioden und Laserdioden bilden. 
Es besieht Arrwendbarkcit auch bei <ZFUs. DKAMs oder 

< ^im h er^ien bis dritten AusRihningsbcispiel wird die 
Halbleitrrsehiehl 13 epitaktisch auf das Halbleitersubstral 

11 aus Siucium aufgewachsen, wodurch die porosc Schicht 

12 eingebeuet wird. Jedoch kann das Halbleitersubstral 11 
aus Germanium (Gc) bestchen, und die Halbleitcrschicht 13 
wird heieroepilaktisch darauf aufgewachsen. AuBcrdem 
kann ein Material mil gcringer Fchlanpassung zur OUier- 
konstam* von SiUciuro heterocpitaktifich auf das Halbleiier- 
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substrat 11 aus SUictum aufgewachsen werden. Z. B. kon- 
ncn auf das HafWeitersubstrai 11 aus Silicium SiOc (Silici- 
umgermaniurn), fje, GaAs (Galhumaraenid) oder derglei- 
chen in der genannten Kcihcnfolge heteroepitaktisch aufge- 
wachsen wcrdco. i 

Bci den oben angegebenen Ausfuhrungsbeispielen beste- 
hen das vordcrc und das himere Tragersubstrat aus ciner 
Kunststorlpiatte oder dergleichen. Stall einer KunsistorY- 
platte kann MetalL einschlieBlich MctaUfascm, porosem 
Material oder derglejchen, Kcramik. einschlieBlich Kera- to 
mikfasem, poxttscr Kcramik oder dcrgleicheo, oder andere 
Fas em wie Papier. Hanf. Baumwolle verwendet werden. 

Bci den oben angegebeiien Ausfuhnmgsbeisptelen wird. 
wie z. B. gemafi den Fig. 5A und 5B, die Bauteilschicht auf 
dcm Halbkitersubstrat hergestellL und das Haibleitcrsub- 15 
slrat wild von der porosen Schicht abgezogen, nachdem das 
Tragemberfliichcnsiibstrat an der BauteUschicht angebraebt 
wurdc. Jcdoch kann, nachdem das Tjra^crobcrflachcnsiJ b- 
slrat an) HalbleiierSUbstrat angebracht und dann das ktztere 
von der porosen Schicht abgczogcn wurde, die Bauteil- 20 
schicht auf der porosen Schicht tiergestellt werden, die auf 
der Selte des Tra^robertSchensubstrats verblieb. In dieseni 
Fall wird a Is Kkber Zum Bcfcstigcn des Trageroberflachen- 
substrats am Halblcitersubstrat cin Male rial mil hervorra- 
gender W Stone bcsUindigkeit und eineui linearen Bxpansi- 25 
onskoeftizicnten. der ungef&hr dem von Silicium entspricht, 
vcrwendcL Die Bauteilschicht wird unterder Warmcbestan- 
digkei tsicrnperarur des Klebers bergescellL 

Wie oben beschrieben, wird gem3B dem erfindungsgema- 
Ben Verfahxen zum Herstellen eines DUonfilm-Bauteils die- 30 
ses dutch Kombinieren mchrcrcr BauteilcinheiteD hcrgc- 
stellt Im Ergebnis besteht Mir das Verfahren zum Herstellen 
der Bauteilschicht keine BeschrSnkung, abweiebcod vom 
Fall, in dem mehrexe Bauteilschichtee der Reihe nacb aufgc- 
siapejt werden. Dies c*rn6ghcht cs, dn Verfahren zum Her- 35 
stellen einer Bauteilschicht innerhalb kurzer Zeit zu wahleo. 
Im Ergebnis ist der Durchsatz beim HersteUprozess fur die 
Schicht des DOnnfilm-Bauteils erhooL Da das Tragersub- 
strai die Bauteilschicht tragt, ist es mdglich* diinne Bauteil- 
sctuchten von Z. B. 1 Uiti Dickc Zu kompensiercn, 40 

Bci cin cm crfi ndungsgc maficn Verfahren zum Herstellen 
eiaes Dunnfilm-Bautcils wird cine Halbleitcrschicht mil 
Bautcilschichtcn auf ihrer \brder- und Ruckseite hergestellt. 
Dies ermdglichi cinf aches Herstellen des Dunnfilzn-Bauteils 
nrit mehreren Bauteilschichteo. 45 

Beim erfindungsgemiBen DOnnfilrn-BauteU erfasst dte 
Fotodetektorschicht Licht, das von der Schicht des Licht 
emiuierenden Bauteils emitucrt wird und dutch cin Objekt 
reflckdert und zurQckgcstrahlt wird. Im Ergebnis kann cin 
einzelncs Bauleil das Durchlaufen eines Objekts erkennen, 50 
was im Allgemeinen durch zwei unabhangige Bauteile aus- 
gefuhrl wird. 
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1. Verfahren zuin Herstellen eines Dtirtnfilrn-Bauicils 
mil rnehrercn Bautettschicblcii. mil den folgcndcn 
Schrittcn: 

- Herstellen mehrerer Bauteileinheilen (2. 4), nut 
jewcils einem Iragersubstrat (17» 36), das eine 60 
Bauteilschicht (20, 40) tragi; und 

- Kombinieren der mehreren Bauteileinheilen. 
urn so das Dttnn film -Bauteil herzustcllen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurcb gekennzeich- 
□ct, dass von den mchrcrcn Bauteileinheilen ^wci Bau- 65 
teilcinheiien (2, 4) so aneinandcr befesrigt werden, dass 
ihrc jcwciligc Bautcilschichien (20. 40) einandcr zugc- 
wandt sind. 



3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekconzeich- 
nd, da $s beim Verbindcn der zwc4 Bauteileinheilen (2, 
4) ein leitende* Element (19a* 19b, 19c) zwischen den 
zwei Bauteilschiehten <20 T 40) eingebetter. wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
neu dass das leitende Element Lbtmiitel-Kontakthok- 
kerf 19a. 19b, 19c) sind. 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriicbe. 
dadurch gekeenzeichnet, dass mindestctis eine der 
Bauteilschichten (20, 40) ein akdves oder cin passives 
Bauteil blldet. 

6. Verfahren nach eanem der vorstehenden Anspruche. 
dadurch gekeonzeichnet, dass nrindestens cine der 
Bauieilschichten ein Licht emitrierendes Bauteil («0) 

bilck^L 

7. Verfahren nacb einem der vorstehenden AnsprUchc, 
dadurcb gekennzejehnet, dass mindestens cine der 
Bauieilschichten einen Licht empfangenden Focode* 
tekt<*<50)bildeL 

8- Verfahren nach cmcm der vorstehendeo AnsprOche. 
gekennzeiebnet durch die fblgenden Scfiritte: 

- Abziehcn eines der Tragersubstrate (17, 36) 
von zurnindest bcrcits aurgcstapelten zwei Bau- 
leilcinhcitcn (2. 4); und 

- Verbindcn einer anderen Bauieileinheil der 
mehreren Banteileinheiten in solchcr Wbise. dass 
die Bauteilschichten im abgezogenen Gebiel des 
Tragersubstrats elnander zugewandl sind. 

9. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Hemel- 
lens der Bauteileinheit (2, 4) den Schritt des Herstel- 
leos der Bauteilschicht (20 t 40) auf der Qbernache ei- 
nes 1 latbleiiersubstrats (11) aufweisL 

10. Verfahren nach Anspruch 9 f dadurch gekennzeich- 
net, * lass das Halblcitersubstrat (11) im Schritt des Her- 
stellons der Bauteileinheit (2, 4) ab TVa^ersubstna ver- 
wendet wird, 

11. Verfahren nach Anspruch 9* dadnrch gekennzeich- 
nct, tlass an der Bauteilschicht (20, 40) ein anderes kle- 
bendes Substrat als das Halbleitersubstrat befestigt 
wird und das klebende Substrat als Tr&gersubstrat ver- 
wendet wird, 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnct. dass ein Rleber verwendet wird, dessen Haft- 
vernidgen sdcfa abhSngig von der Tfemperatur andert. 

13. Verfahren nach Anspruch U, dadurch gekenn- 
zejclmet. dass der Schritt des Hetsteliens der Bauteil- 
einhiat (2, 4) die fblgenden Schriue urnfasst: 

- Herstellen einer porosen Schicht in der Nahe 
dor Oberfiache des HalbMtersubstrats (U) auf ei- 
ner Seite> um die Bauteilschicht (20, 40) herru- 
scellen: 

- Herstellen der Bauteilschicht auf der Oberfia- 
che der porosen Schicht; und 

- Abtrcnnen des klebenden Substrais und der 
Bauteilschicht vom Halbleitereubsirat, nachdem 
das klebende Substrat an der Bauteilschicht befe- 
stigt wurde. 

14. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekeonzeich- 
net, dass die Baureilschichi (20, 40) auf dem Halblei- 
tersubstrat ohne dazwischen licgende poxosc Schicht 
hergestellt wird und im Schritt des Hersteilcns der Bau- 
teile tnheit dieselbe durch die Bauteilschicht und das 
Haft>leitersubstratgebUdet wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch go ken n- 
zeiclineu dass die Bauteileinheit (2, 4), bci der das 
HalMeiiersubstrat die Bauteitsehichi (20, 40) iragL an 
der mderen Bauteileinheit befestigt wird, bci der die 
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andere Bauteilschichl im Schriudes Vcrbirideos an ci- 
ncm andcrcn klebcnden Subsirai als dcm Halblcitcr- 
substrat befestigl wird. 

16. Verfahren nach Ansprvch 9, dadurch gekerin7.ek:h- 
net. dass das Halbleiter subsirai (11) aus Siliciurn (Si) 5 
odcr Germanium (Ge) hergesieUt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 9. dadutch gekennzeieb- 
□cl dass die Bauieitschicht (20, 40) durch ephakiisches 
oder neierocpiiaktischcs Wacnstum auf deni Halblei- 
tersubstrat (U) hcrgcstcllt wird, io 
IS. Verfahren nach An sprue h 2, dadurch gekennzeicb- 
neL dass im Scbriu des Verbindens der Bauteilcinheit 
zwei Bauteilemheite© (2. 4) unter Verwendung eines 
Klebers aneinandcr befcsligt werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurcb gekenrv- i* 
zeichnet, dass ein Kleber aus isoliercndcm Material 
verwendeL wird 

20. Verfahren nach Anspruch 1& dadurch gekeno- 
iciebnet, dass ein Irigersubstrai nrit Durchgangsld- 
chem verwendet wird. die ein Flussnrittel zum Ldscn 20 
des Klebers hiodurchtreten lasscn. 

21. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kleber in einen vorgegebenen Raum 
auf der der Bauieilschicht zugewandten Seile des Tra- 
gersubslrals eingcbratbl wir<L • ^ 

22. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzcicb- 
net> dass mehrere Bauuilschichtcn auf einem Trager- 
substral aufgebrachi werden. 

23. Verfahren zum Herstellcn cincs Dunnfilm-Bameils 
nril mehreren Bauieilschichien. niit den folgendcn 30 
Schritrcn: 

- Hcrsicllen einer inlcmcn Isolierschicht (130) 
aus einein isolicrcnden Material in eincr Haiblci- 
lerschicbt (13) rnit einctn Paar Oberflachen; 

- Herstellcn einer ersten Bauicikcbicht (20) auf » 
einex Scitc dcr Halbleiterschicbi und 

- Herstellcn cdncr zweilen Bauteilschichl (40) auf 
der andcrcn Seile der HalblciterschichL 

24. Verfahren nach Anspruch 23 F dadurch gekenn- 
zeichnet, dass im Schriti des Herstellcns der intemen 40 
Isolicrschichi (130) Ionco in die Halblcitcrscbiehi (13) 
implantiert werden. 

25. Verfahren each Anspruch 23, dadurcb gekenn- 
zetchneu dass die Halbleherschicht (13) auf eioem eine 
pordse Scblchi einbetieoden Halbleitersubstrai berge- *5 
stellt wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 
zeichnct, dass die porosC Schieht durch Anodisieren 
auf dem Halbleitersubstrai hcrgostellt wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 23. dadurch gckeon- 50 
zeichnet. dass die Halbleircrschicht durch epitaktischex 
Wachslum auf dem Halbleitersubstrai hergestelli wird. 

28. DQnnfilm-Bauieil rnit mehreren Bauieilschichien 
(20, 40), das eine licht emitdcrende Bauteilschichl 
(80) und eine Licht emptangende FofOdetektorschicht 55 
(SO) aufweisl. 

29. PunnfUm-Bauieil nach Anspruch 28. dadurch gc- 
kcrmfccichneL dass die Licht eraiuierende Bauusil- 
schicbt (50) unicr Verwendung eines Klebers an der 
Fotodetektorschichl (80) befesdgi wird. <& 

30. Dunnfilm-Bauteil nach Anspruch 29, dadurch ge- 
kennzcichnd. dass die Lichi emitiierende Baulcil- 
schicht (50) so hergesielli wind, dass sie Licht im We- 
scnilichen rechtwinklig zu einer ObcrflaChe erniuiert. 



Hierzu 24 Scite(n) Zeichnungcn 
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